
• 이름 : 염근영

• 소속 : 신소재공학부

• 연구분야 : 플라즈마

개발 현황

기술 상품 소개 • 식각가스의 플라즈마로부터 생성된 반응성 라디컬을 사용하여 실리콘, 실

리콘 질화막및 실리콘 산화막을 포함하는 반도체 기판에서 실리콘또는 실

리콘질화막을 선택적으로 식각

• 식각가스는 탄소를 포함하지 않고, 2종 이상의 할로겐 원소를 포함하는 화

합물가스를 포함

상품 개요
탄소를 포함하지않는식각가스를 사용하여,실리콘산화막 대비 높은 식각선택비

를 갖고, 실리콘 질화막을 식각 잔여물 없이 식각할 수 있는 C-free 할로겐 기반의

가스를이용한실리콘산화막대비높은식각선택비를갖는실리콘질화막건식식

각방법을제공

• 탄소를 포함하지 않는 식각가스를 사용하여, 3D NAND 소자의 실리콘 질화

막/산화막 적층 구조에서 선택적으로 실리콘 질화막을 식각할 수 있으며, 용

액을 이용하는 습식 식각 기술에서 발생하는 식각 후의 오염물질이 감소하여

환경적인 측면에서이점을가질수있다.
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시장적용분야

상품시장정보

• 표면처리

• 플라즈마 공정

• 이온빔 식각

• 플라즈마표면처리세계시장은2010년98조원에서2016년에는110조원에달할

것으로전망되며연평균2.4%의성장률을보일것으로예측

• 국내시장은연평균10.5%의높은성장률에힘입어2015년현재6.74조원에서

2016년에는11조원에달할것으로전망

권리사항 No 특허명 특허번호

1
C-free 할로겐 기반의 가스를 이용한 실리콘 산화막 대비

높은 식각 선택비를 갖는 실리콘 질화막 건식식각 방법
10-2328573

상품 추가정보

[플라즈마 반도체웨이퍼 공정 시장 전망]

패밀리 특허 현황 없음

패밀리 국가 없음

판매금액 가격 협상
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